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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年12月6日(2012.12.6)

【公開番号】特開2007-281406(P2007-281406A)
【公開日】平成19年10月25日(2007.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2007-041
【出願番号】特願2006-165159(P2006-165159)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/12    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２６Ｃ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年10月24日(2012.10.24)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持表面を有するフレキシブル基板と、
　表面を有する半導体構造であって、前記表面の離散点が前記フレキシブル基板の前記支
持表面に結合されており、前記フレキシブル基板に直接結合されない前記半導体構造の座
屈領域により結合の前記離散点が互いに離間されており、前記半導体構造の前記座屈領域
が、前記フレキシブル基板の前記支持表面に物理的に接触していない、半導体構造と、
を備える、伸縮性半導体素子。
【請求項２】
　前記座屈領域下を含む座屈半導体構造の全側部を埋め込む封入層をさらに備える、請求
項１に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項３】
　前記封入層が、前記伸縮性半導体素子を全体的に封入する、請求項２に記載の伸縮性半
導体素子。
【請求項４】
　前記封入層が、ポリマー層である、請求項２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項５】
　前記封入層が、ＰＤＭＳである、請求項２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項６】
　前記封入層が、前記半導体構造の座屈領域及び非座屈領域上に設けられている、請求項
２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項７】
　前記座屈領域が１％～３０％の範囲にわたって選択された歪みを受けている、請求項１
又は２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項８】
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　前記表面が、周期波または非周期波を含む外形プロファイルを有する、請求項１又は２
に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項９】
　前記座屈半導体構造が、５ミクロンおよび５０ミクロンの範囲から選択された周期性と
、１００ナノメータおよび１．５ミクロンの範囲から選択された振幅とを有する正弦波形
態を有する、請求項１又は２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項１０】
　前記座屈半導体構造が、前記構造の長さに沿って延びる複数の座屈を含む形態を有する
、請求項１又は２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項１１】
　前記座屈半導体構造が一次元または二次元で空間的に変動する形態を有し、前記表面が
一次元または二次元で空間的に変動する外形プロファイルを有する、請求項１又は２に記
載の伸縮性半導体素子。
【請求項１２】
　前記半導体構造が、２０ナノメータから３２０ナノメータまでの範囲にわたって選択さ
れた厚さを有する、請求項１又は２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項１３】
　前記半導体構造が印刷可能半導体素子を備える、請求項１又は２に記載の伸縮性半導体
素子。
【請求項１４】
　前記表面を有する前記半導体構造と接触する封入層をさらに備える、請求項１又は２に
記載の伸縮性半導体素子。
【請求項１５】
　前記半導体構造が、前記半導体構造と前記フレキシブル基板の間に配置された接着層、
コーティング、または薄膜によって前記フレキシブル基板に結合されている、請求項１又
は２に記載の伸縮性半導体素子。
【請求項１６】
　伸縮性半導体素子を製造する方法であって、
　表面を有する移送可能半導体構造を設けるステップと、
　外表面を有し、膨張状態で前歪みを加えた弾性基板を設けるステップと、
　前記移送可能半導体構造の前記表面の離散点を、膨張状態の前記前歪み弾性基板の前記
外表面に結合するステップと、
　前記前歪み弾性基板を少なくとも部分的に弛緩状態へと弛緩させるステップであって、
前歪み弾性基板の弛緩により、前記弾性基板に直接結合されない前記半導体構造の座屈領
域が結合の前記離散点間に発生し、前記半導体構造の前記座屈領域が、前記弾性基板の前
記外表面に物理的に接触しておらず、それによって前記伸縮性半導体素子を生成するステ
ップと、
を備える、方法。
【請求項１７】
　前記伸縮性半導体素子を封入層で封入するステップをさらに備える、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記封入層が、前記座屈領域下を含む座屈半導体構造の全側部を埋め込む、請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記封入層が、前記伸縮性半導体素子を全体的に封入する、請求項１７又は１８に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記封入層が、ポリマー層である、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２１】
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　前記封入層が、ＰＤＭＳである、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記封入層が、前記半導体構造の座屈領域及び非座屈領域上に設けられている、請求項
１７又は１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記移送可能半導体構造が印刷可能半導体素子である、請求項１６～１８のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記前歪み弾性基板が第１の軸に沿って膨張されるか、または前記第１の軸に直交して
配置された第２の軸に沿って膨張される、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記弾性基板が１％～３０％の歪みを導入することによって前歪みを受ける、請求項１
６～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　膨張状態の前記前歪み弾性基板が、前記弾性基板を湾曲、圧延、屈曲、温度を上げるこ
と、または膨張することにより形成される、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記移送可能半導体構造の前記表面の前記離散点と前記前歪み弾性基板の前記外表面と
を結合するステップが、前記半導体構造と前記前歪み弾性基板の間の接着薄膜によって与
えられる、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　支持表面を有するフレキシブル弾性基板と、
　半導体素子、誘電体素子、電極、導電体素子、およびドープされた半導体素子から成る
群から選択される複数の集積デバイスコンポーネントを備える電子回路であって、前記電
子回路が表面を更に有し、前記表面の離散点がフレキシブル基板の前記支持表面に結合さ
れており、前記フレキシブル基板に直接結合されない前記電子回路の座屈領域により結合
の前記離散点が互いに離間されており、前記電子回路の前記座屈領域が、前記フレキシブ
ル基板の前記支持表面に物理的に接触していない、電子回路と、
を備える、伸縮性電子回路。
【請求項２９】
　前記座屈領域下を含む座屈電子回路の全側部を埋め込む封入層をさらに備える、請求項
２８に記載の伸縮性電子回路。
【請求項３０】
　前記封入層が、前記伸縮性電子回路を全体的に封入する、請求項２９に記載の伸縮性電
子回路。
【請求項３１】
　前記封入層が、ポリマー層である、請求項２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項３２】
　前記封入層が、ＰＤＭＳである、請求項２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項３３】
　前記封入層が、前記電子回路の座屈領域及び非座屈領域上に設けられている、請求項２
９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項３４】
　前記電子回路が印刷可能電子回路である、請求項２８又は２９に記載の伸縮性電子回路
。
【請求項３５】
　前記電子回路の前記座屈領域が１％～３０％の範囲にわたって選択された歪みを受けて
いる、請求項２８又は２９に記載の伸縮性電子回路。
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【請求項３６】
　前記表面が、周期波または非周期波によって特徴付けられる外形プロファイルを有する
、請求項２８又は２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項３７】
　前記座屈領域が、５ミクロンおよび５０ミクロンの範囲から選択された周期性と、１０
０ナノメータおよび１．５ミクロンの範囲から選択された振幅とを有する正弦波形態を有
する、請求項２８又は２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項３８】
　前記座屈領域が一次元または二次元で空間的に変動する形態を有し、前記表面が一次元
または二次元で空間的に変動する外形プロファイルを有する、請求項２８又は２９に記載
の伸縮性電子回路。
【請求項３９】
　前記電子回路が、２０ナノメータから３２０ナノメータまでの範囲にわたって選択され
た厚さを有する、請求項２８又は２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項４０】
　前記電子回路が、前記電子回路と前記フレキシブル基板の間に配置された接着層、コー
ティング、または薄膜によって前記フレキシブル基板に結合されている、請求項２８又は
２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項４１】
　前記表面を有する前記電子回路の前記座屈領域と接触する封入層をさらに備える、請求
項２８又は２９に記載の伸縮性電子回路。
【請求項４２】
　伸縮性電子回路を製造する方法であって、
　移送可能電子回路を設けるステップであって、前記移送可能電子回路が、半導体素子、
誘電体素子、電極、導電体素子、およびドープされた半導体素子から成る群から選択され
る複数の集積デバイスコンポーネントを備え、前記電子回路が表面を更に有する、ステッ
プと、
　外表面を有し、膨張状態で前歪みを加えた弾性基板を設けるステップと、
　前記移送可能電子回路の前記表面の離散点を、膨張状態の前記前歪み弾性基板の前記外
表面に結合するステップと、
　前記前歪み弾性基板を少なくとも部分的に弛緩状態へと弛緩させるステップであって、
前歪み弾性基板の弛緩により、前記弾性基板に直接結合されない前記移送可能電子回路の
座屈領域が結合の前記離散点間に発生し、前記電子回路の前記座屈領域が、前記弾性基板
の前記外表面に物理的に接触しておらず、それによって前記伸縮性電子回路を生成するス
テップと、
を備える、方法。
【請求項４３】
　前記伸縮性電子回路を封入層で封入するステップをさらに備える、請求項４２に記載の
方法。
【請求項４４】
　前記封入層が、前記座屈領域下を含む座屈電子回路の全側部を埋め込む、請求項４３に
記載の方法。
【請求項４５】
　前記封入層が、前記伸縮性電子回路を全体的に封入する、請求項４３又は４４に記載の
方法。
【請求項４６】
　前記封入層が、ポリマー層である、請求項４３又は４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記封入層が、ＰＤＭＳである、請求項４３又は４４に記載の方法。
【請求項４８】
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　前記封入層が、前記電子回路の座屈領域及び非座屈領域上に設けられている、請求項４
３又は４４に記載の方法。
【請求項４９】
　前記移送可能電子回路が印刷可能電子回路である、請求項４２～４４のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項５０】
　前記前歪み弾性基板が第１の軸に沿って膨張されるか、または第１の軸および第２の軸
に沿って膨張される、請求項４２～４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５１】
　前記弾性基板が１％～３０％の歪みを導入することによって前歪みを受ける、請求項４
２～４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５２】
　膨張状態の前記前歪み弾性基板が、前記弾性基板を湾曲、圧延、屈曲、膨張、または温
度を上げることにより形成される、請求項４２～４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記電子回路が電界効果トランジスタを含む、請求項２８又は２９に記載の伸縮性電子
回路。
【請求項５４】
　前記半導体素子が、前記電界効果トランジスタの前記座屈領域を提供する座屈半導体チ
ャネルである、請求項５３に記載の伸縮性電子回路。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　[038]場合によって、本発明の方法は、伸縮性半導体または伸縮性電子デバイスを封入
、封止または積層するステップをさらに備えることができる。この文脈では、封入ステッ
プが、封入材料が座屈の隆起した領域下に設けられて完全に座屈構造の全側部を埋め込む
薄層座屈構造、ジオメトリおよび形態の場合を含む。封入ステップは、ポリマー層等の封
入層を湾曲半導体構造または電子回路の隆起および非隆起外形上に設けることも含んでい
る。一実施形態では、ＰＤＭＳプレポリマー等のプレポリマーが伸縮性半導体または伸縮
性電子デバイス上で成形および硬化される。本発明の伸縮性半導体および電子デバイスの
機械的安定性および頑健性を高めるために、封入または封止処理ステップがいくつかの用
途について有用である。本発明は、伸張、圧縮、湾曲および／または屈曲形態で良好な機
械的および電子的パフォーマンスを示す、封入、封止および／または積層された伸縮性半
導体および電子デバイスを含む。
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